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ELES17
Yariiletken Elemanlarin ve Duzenlerin Modellenmesi
Yilici Sinavi

Sure 90 dakikadir. Sorularin tima yanitlanacaktir. Kendi not ve kitaplarinizdan
yararlanabilirsiniz. Puanlama: 1 (35), 2(35), 3(3Q)

1. Bir BJT i¢in model parametreleri T = 277,C de asagidaki gibi belirlenmistir. Model
parametreleri (Is, Br, Br, Isk, Isc, @, @c, C, Cixc) T= 0°C de hangi degeri alirlar?
Hesaplayiniz.

.MODEL B1 NPN IS5.24E-16 BF 384.5 BR 2.345 NF 1.06 VAF 79.5
+IKF .025 ISE 8.3E-14 NE 1.935 NR 1.005 VAR 9.64 IKR 1.845E-4
+ISC 7.5E-15 NC 1.22 RE 2.85 RC 30.15 RB 7.5 CJC .6E-12

+VJC .85 MJC .475 CJE .94E-12 VJIE .75 MJE .32 CJS 1.883E-12
+VJS.7MJS.333 XTB .213 XTI 4.71 TF .64E-9 TR 3E-9

2, Sekil-2’de bir Si diyodun oOl¢ciim yoluyla elde edilmis olan karakteristigi
goriilmektedir. Bu karakteristige iliskin veriler de Tablo 2’de ayrica verilmistir. Bunlardan
hareket ederek diyot modelinin Is, C2, 6 ve rdileri yon parametrelerini belirleyiniz (Vr =
26mV).

Bu dort diyot modeli parametresinin nasil belirlenebilecegini arastirimiz. Verilerden
parametreleri elde etmek i¢in yontem oneriniz. Parametreleri verilere baglayan bagintilar
yaziniz. Parametreleri bu bagintilar yardimiyla hesaplayiniz.

3. Bir bipolar islemsel gecis iletkenligi kuvvetlendiricisi (OTA) i¢in Ia = 500pA kutuplama
akimi icin Olciilen karakteristik biiyiikliikler asagida verilmistir:

Cikis akiminin sinir degerleri Iomaks = 479UA, Iomin = 479uA, cikis geriliminin sinir degerleri
Vomaks = 2.37V, Vomin = -2.42V, dogrusallik araliginin sinir degerleri Vom: = 1.65V, Vomz = -1.65V,
egim Gm = 8.86mA/V, egimin ilk kutbu f: = 2.75MHz, ikinci kutup f- =65MHz, fark isaret giris
direnci Rip = 67kOhm, fark isaret giris empedans1 modiiliiniin -3dB diistiigii frekans fzipsas =
553kHz, ortak isaret giris direnci, Ric = 46MOhm, ortak isaret giris empedans1 modiiliiniin -
3dB diistiigii frekans fzicsas = 5.2kHz, gerilim kazanci Av = 28.7dB, ¢ikis direnci Ro = 120kOhm,
cikis empedansi modiiliiniin -3dB diistiigii frekans fosas = 833 kHz, giris akimlar1 goonA olarak
belirlenmistir. Makromodeldeki G diizeltme iletkenligi sifir alinacak ve ihmal edilecektir. Yiik
kapasitesi C. = 50pF dir. Kullanilacak diyotlar i¢cin Vb =0.6V, Vy = 0.5V (esik gerilimi)
alinabilir. Verilen biiyiikliiklerden yararlanarak bu OTA yapisi i¢in bir OTA makromodeli
olusturunuz.

OTA Vce = Ve = 2.5V’luk simetrik kaynakla beslenmektedir.

Tablo-2. ileri yon karakteristigine iliskin veriler.

Vo(V) [ 100m | 150 | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m
In(A) |9.45n | 26.7n | 67.6n | 170m | 421n | 1.03u | 2.50 | 6.05u | 14.43u | 34.35u | 83.9u

Vp(V) | 650m | 700m | 707m | 750m | 8oom | 850m | 86om | goom | 950m | 1
In(A) |228.9u | 8ogu | 1m 4m | 21.3m |8om |98.74m | 190m | 332m | 490m
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Sekil-2. Ileri Yonde Kutuplanma Karakteristigi (y ekseni logaritmik)



